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Este invento se refiere a estructuras de

dispositivos de circuitos integrados y a métodos para
fabricarlas, y mas en particular a un sistema de meta~-
lurgia de aluminio mejorado que resistirid los trata-
mientos térmicos del proceso sin degradacidn importan-
te del dispositivo, ¥ a métodos para fabricar los sis-
temas de mebtalurgia.

El aluminio estd reconocido en amplio gra
do como un metal 4til para un sistema de metalurgia con
ductor para un dispositivo semiconductor. El sistema de
metalurgia conecta los diversos elementos semiconducto-
res individuales activos y pasivos de un dispositivo
dentro de una relacidn de circuito operativa. E1 alumi-
nio tiene una conductividad bastante alta, se adhiere
bien al vidrio y a otras capas de pasivacién,_es relati
vemente facil de depositar y de corroer y establece un
contacto Shmico directo con material semiconductor de
silicio.

Sin embargo, el aluminio tiene ciertamen
te la desventaja de que se alea con el silicio a tempe-
raturas superiores a 5772 por la formacidn de una fase
liguida. Por debajo de 5779C el aluminio participa en
una reaccidn de difusién de estado sdlido con silicio,
en la que el silicio se difunde preferencialmente en

el aluminio. El efecto resulbtante es que la interfaz
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original entre los dos materiales se mueve en la direc-
cibén del silicio., Esto significa que el aluminio, sea
aluminio puro, sea aluminio aleado con pequefias canbi-
dades de otros metales, penetrard o se hundird, al ser
calentado, en el silicio para satisfacer la solubilidad
de sblido. Este efecto de difusién puede dar como resul
tado la penetracidén del contacto de tira en el cuerpo de
silicio en una medids suficiente para producir un “cor-
tocircuitado de las regiones de silicio difundidas y pa
ra producir también movimiento en la tira de aluminio,
dando lugar en algunos casos a una constriccidn en el
nmetal en la etapa de 6xido. Una constriccidén o reduc-
cidn del Area en seccidn hace a la tira mas propensa a
fallo por electromigracidn, ya que la densidad de co-
rriente es mds alta localmente y la tira en el punto de
la constriceidén operard, por tanto, a una bLemperatura
més alta debido a calentamiento por efecto Joule, ILa
difusién del aluminio y el silicio es un problema impor
tante, ya que los modernos digpositivos semiconductores
nicrominiaturizedos se someten normalmente a varias elg
pas de calentamiento después de que se fabrica el sistg
ma de metalurgis. Estas etapas de fabricacidn, tipica-
mente para hacer contactos éhmicos de baja resistencia
o para la aplicacidn de capas de aislamiento y pasiva-

cidén o para capas de metalurgia adicionales, requieren
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normalmente que el dispositivo se someta a etapas adi-
cionales de calentamiento.
La patente norteamericana 3.382.568 cedi
da al cesionario de la preseﬁte solicitud describe va-
5 rias soluciones para el problema anteriormente mencio-
nado. Esta descripcidn presenta técnicas y refinamien-
t0s estructurales adicionales que hacen avanzar el es-
tado de la técnica. Una técnica sugerida en la patente
anbes mencionada es el uso de una aleacidn de aluminio
10 y silicio como metal de tira. Esto satisface el requisi
to de solubilidad del aluminio para el silicio e impide
la penetracidn del cuerpo de silicio por parte del alu-
minio. Sin embargo, en ciertas aplicaciones, Su uso es
limitado debido a que después de la corrosidn de la pe-
15 licula de aluminio para fabricar las tiras de metalurgia,
queda una delgada pelicula de silicio sobre el &xido que
es diffcil de quitar completamente. Otra técnica sugeri
da es disponer, después de gue se han abierto agujeros
de contacto, una delgada cepa de aluminio puro, una del
20 gada capa superpuesta de silicio y una capa superpuesta
relativamente gruesa de aluminio. Esta técnica puede te
ner limitaciones en ciertas aplicaciones debido a que
la capa de silicio ha de ser muy delgada o inbtroduciria
de otro modo una resistencia adicional objetable. Asi-
25 mismo, ha de ser suficientemente delgada para ser per-

18.12.7%.
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meable al agente corrosivo del aluminio de modo que pue-
da quitarse la capa subyacente de aluminio. Este requi-
gito de una capa intermedia de silicio extremadamente
delgada puede provocar dificuktades de fabricacién y
presentar la situacidn en que estd disponible silicio
insuficiente para satisfacer el requisito de solubili-
dad del aluminio, particularmente si tienen lugar calen
tamientos prolongados o nnmerosoé del dispositivo. Plan
tea también el problema de quitar el exceso de silicio
del éxido,

Otra solucién del problema anteriormente
mencionado se sugiere en la DOS alemana 2,242,857. En eg
ta solicitud se sugiere disponer una capa delgada de si-
licio en el lado inferior de la tira de metalurgia al me
nog juntos a los agujeros de contacto, que, cuando se
calienta el dispositivo, satisfaria el requisito del
gilicio, la esgtructura se fabrica depositando una capa
de manta de silicio sobre una capa de aislamiento pro-
vista de agujeros de contacto o de paso, depositando
una cepa de manta de-aluminio gobre la capa de silicio
y retirando despuds partes seleccionadas de las capas
de aluminio y de silicio para definir el sistema de me
talurgie de interconexidn deseado., Una desventaja de
esta estructura es que se deposita una capa de silicio

de alte resistencia en las aberturas de contacto, lo
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que, en ciertas circunstancias, altera la naturaleza de
la interfaz de contacto de silicio y metal. Ademds, en
la retirada selectiva de la capa de aluminio y de sili-~
cio, era usualmente necesario ubtilizar dos tipos dife-
rentes de agentes corrosivos: uno para el silicio ¥
otro para el aluminio.

Un objeto del presente invento es propor-
cionar un gistema de tira de interconexién de metalur-
gia de aluminio mejorado que puede calentarse sin degra
dar en medida importante el dispositivo o el sistema de
metalurgia.

Otro objeto de este invento es proporcio-
nar un método para fabricar un sistema de metalurgia de
aluminio mejorado que aguentarid la exposicién a ciclos
de calentamiento sin degradar el dispositivo.

Otro objeto de este invento es proporcio-
nar un sistema de metalurgia de interconexidn de alumi-
nio mejorado en el que los requisitos de solubilidad de
s561ido del aluminio para el silicio en la abertura de
contacto se satisfacen por medio de un material de sili
cio diferente del correspondiente al cuerpo semiconduc-
tor.

De ascuerdo con los objebos antériormente
mencionados, el sistema de metalurgia de interconexiodn

de aluminio mejorado del invento para uso en un cuerpo
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semiconductor monocrigtalino que tiene una capa de pasi
vacidn de material aislante con aberturas de contacto en
ella comprende una capa de aluminio o una aleacidn de
aluminio y una delgada capa superpuesta de silicio. TLa
capa delgada de silicio estba dispuesta de modo gque tras
el calentemiento de la tira esté presente aluminio sufi
ciente para satisfacer la solubilidad del silicio en el
aluminio. Esto reduce al minimo o elimina eficazmente
la aleacidn del silicio en las aberturas de contacto
que podria producir de obtro modo penetracibén por parte
del aluminio en el cuerpo del dispositivo o un adelgaza
miento de una seccidn transversal de la tira junto a la
abertura.

Bl método de fabricar un sistema mejorado
de tiras de metalurgia de interconexién de aluminio so-
bre un dispositivo de silicio monocristalino comprende
depositar una capa de aluminio sobre una capa de pasiva
cidn en el dispositivo provista de aberturas de conbac-
to adecuadas, depositar una delgada capa de silicio so-
bre la parbte.superior de la capa de aluminio, quitar se
lectivamente partes de la capa compuesta de aluminio y
silicio para definir el sistema de metalurgia de inter-
conexidn deseado y depositar seguidamente una capa de
material aislante sobre el gisbema de mebtalurgia para

fines de pasivacidn. Las operaciones anterlores pueden
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repetirse cuando se desea un sistema de metalurgia de
interconexidn de miltiples niveles.

Las anteriores y otras caracteristicas
v ventajas del invento resultarén evidentes por la si-
guiente descripcidn mis pormenorizada de realizaciones
preferidas del invento ilustradas en los dibujos que se
gecompafian, en los que:

La figura 1 es una vista en alzado y en
seccién de un dispositivo semiconductor a través de una
tira de aluminio que ilustra las dificultades que acom-
pafian a la produccién de un contacto Shmico de aluminioc
puro en el mismo cuando se ubilizan tratamientos térmi-
cos subsiguientes en el margen aproximado de 350eC -

5772C,
Lo figura 2 es una vista en seccién a es-
cala muy aumentada de una seccidn transversal de un dis

positivo semiconductor que ilustra una realizacidn del
invento.

Ia figura 3 es una vista en seccién de
una seccidén transversal de un dispositivo semiconductor
que ilustra la aplicacidn del invento a un sistema de
metalurgia de interconexidn de miltiples niveles.

ILas figuras 4 a 8 son una secuencia de Vig
tas en alzado y en seccidn rota que ilustran las opera-

ciones del método del invento para fabricar sistemas me
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jorados de tiras conductoras de metalurgia de aluminio
del invento.

La figura 7A es una vista en seccidn que
ilustra una modificacién del procedimiento ilustrado
en las figuras 4 a 8.

Haciendo referencia ahora a la figura 1
de los dibujos, se muestra en ella una vista en seccidn
transversal que ilustra un problema que prevalece en el
uso de metalurgia de aluminio sobre un substrato de si-
licio en un dispositivo de circuitos integrados micromi
niaturizado. Como es bien conocido en la téenica ¥ re-
sulta evidente en un dlagrama de fases de solubilidad
de aluminio-silicio, el aluminio y el silicio forman
aleaciones de solucién sbélida en el borde rico en alu-
minio del diagrams. Por consiguiente, cuando una capa
de 2luminio purec 10 o una capa de aleacidn de aluminio
se pene en contacto directo con un substrato de silicio
12 a través de una aberbtura practicada en una capa de
aislamiento 14 y se calienta el dispositivo, la tira de
aluminio se alea con el silicio del substrato 12. En
realidad, el silicio se difunde en el aluminio por d4i-
fusibn de estado sdlido y la interfaz original se mue-
ve en la direccién del silicio. Esto da como resultado
una magnitud mensurable de penetracidn del aluminio en

el silicio del substrato 12. Ta fuenbe de silicio para
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el 6xido superior de aluminio puede derivarse Unicamente
del substrato de silicio en el extremo priximo del aguje
ro de conbacto. Durante el trabamiento térmico el volu-
men de la tira de aluminio directamente por encima del
agujero de conbacto quiba solo una pequeila capa del si-
licio, tal como estd indicado por la linea de trazos 15
que representa la superficie superior original del subs
trato 12, Esta capa muay delgada de silicio retirado que
se combina con el aluminio es usualmente aceptable. Sin
embargo, a medida que se sigue calentando el dispositi-
vo, el silicio se difunde longitudinalmente a lo largo
de la tira con el fin de sabisfacer los requisitos del
gilicio de la tira Jjunto al escaldén sobre el alslamien-—
t0 14, En esta regidn, la capa de aluminio 10 esta ais-
lada del silicio del substrato 12, Por tanto, la mayor
demanda total de silicio en la regibén de la tira 10 jun
to al escaldén da como resultado una penetracidn relati-
vamente profunda 16 del silicio. Una penetracidén profun
da que alcance la unidén IN 17 pondrd efectivamente en
cortocircuito al dispositivo. En los modernos disposi-
tivos semiconductores microminiaturizados la regidn de
emisor difundida es relativamente delgada, ocasilonalmen
te del orden de 0,380 a 0,760 micras, lo que puede al-
canzarse muy ficilmente por la penetracidn que resulta

de la aleacidn del aluminio con el silicio. El calenta
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miento que sigue a la deposicidn de la tira 10 es nece-
sario para hacer un contacto Shmico de baja resistencia
con el cuerpo de silicio 12. Tiene lugar también cierto
calentamiento durente el depdsito de la capa de pasiva-
cibn 18 y también durante el depdsito y la fabricacidn
de capas de metalurgia adicionales y terminales, embala
je, etc. Este problema se ha reconocido en la técnica
snterior y particularmente en la patente norteamericana
Ne 3,382.568, v se han sugerido diversas técnicas. Como
gse ha descrito anteriormente, las sugerencilas para impg
dir la aleacidn del aluminio y el silicio no pueden em-
plearse siempre de forma universal por las razones indi
cadas.

En la figura 2 se ilustra una realizacidn
especifica preferida del invento que impide la penetra-
cidn profunda del aluminio en el cuerpo de silicio debi
do a la aleacidn de la tira que se ilustrd y describid
en relacidén con la figura 1. En la figura 2 el substra-
to 12 tiene una abertura ‘11 para establecer contacto con
una regién difundida 19. Una delgada capa de silicio po
licristalino 20 recubre completamente la tira de alumi-
nio o aleacidn de aluminio 10. Una capa de vidrio 18 eg
4 depositada sobre la superficie del dispositivo y lo
protege contra contaminacién, contra la atmdsfera, etc.

En la figura 2 solo estéd ilustrada una UGnica capa de me
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talurgia de interconexién. Sin embargo, se sobrentiende
que pueden ubilizarse capas de metelurgia adicionales
que estén tipicamente separadas por capas de alslamien-
to de SiOZ, vidrio o similar. La penetracidn profunda
del substrato 12 por parbte de la tira de aluminio junto
al escaldén o borde de la abertura 411 es impedida por la
capa de silicio 20. La capa 20, por estar en proximidad
inmediata a la capa de aluminio 10, proporciona silicio
suficiente'para satisfacer los requisitos de solubilidad
de la tira de aluminio que se aisla del substrato de si
licio 12. El espesor dptimo para la capa de silicio 20
viene determinado por el espesor de la tira de aluminio
10. En general, el porcentaje en peso de la capa de si-
licio 20 es como minimo de 1,65% en la capa de aluminio
10 cuando los tratamientos térmicos se aproximan a la
temperatura critica. Es admisible menos de 1,65% de si-
licio si la combinacién de tiempo-temperatura demanda
menos que la composicidén de equilibrio. En general, el
espesor de la capa estard en el margen de 30 a 500
Angstroms para las btiras de metalurgia de dispositivo
corrientemente ubilizadas en dispositivos de circuitos
integrados, en los que la capea de aluminio tiene un eg
pesér en el margen de una a dos micras. Preferiblemen-
te, la relacibn del espesor de la pelicula de aluminio

al espesor de la capa de silicio superpuesta estara en

- 12 -



10

15

20

25
18.12.75.

el margen de 50 a 120.

En la figurae 5 se ilustra un dispositivo
que tiene un sistema de metalurgia de inbterconexién de
miltiples niveles que utiliza el concepto del invento,
a saber disponiendo una capa de silicio en la superfi-
cle superior de una tira de metalurgia de aluminio. El
cuerpo semiconductor 12 y la tira inferior 10 son basi-
camente similares a los ilustrados en la figura 2. Sin
embargo, estd dispuesta adicionalmente una segunda tirs
de metalurgia de interconexidn de sluminio 60 que tiene
una delgada capa de silicio 62 que hace conbacto con la
tira de metalurgia subyacente 10 a través de la abertu-
ra 64 practicada en la capa de vidrio 18, Una capa de
aislamiento 66 estd dispuesta sobre la capa de metalur-
gia 60 y un terminal eléctrico 68 establece contacto con
la capa de metalurgia 60 a través de la abertura 70.

Las figuras 4 a 8 ilustran una secuencia
de operaciones para fabricar el sistema de metalurgia
del invento. Haclendo referencia ahora a la figura 4,
se forma una capa 14 de 8i0, sobre el substrato 12, ti
picamente por oxidacidn térmica, ¥ se hace una abertura
41 en la capa 14 utilizando técnicas fobtolitograficas
convencionales ¥ corrosidn diferencisl. Dia abertura 41
sirve de ventanilla de difusidn para introducir selec-

tivamente una impureza en el substrato 12, dando como
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resultado una regidn difundida 42. Seguidamente se for
ma una delgada capa adicional 44 de Sioa, preferible~
mente por oxidacidn térmica. Se deposita luego una ca-
pa 46 de SigN4 sobre la capa 44. Lia capa 46 puede for-
marse por deposicidn quimica de vapor exponiendo tipica
mente la pastilla calentada a uvna corriente de silano y
amoniaco en una cdmara adecuada. Se sobrentiende gue
puede utilizarse cualquier capa dieléctrica adecuada.
Tas aberturas 48 y 50 se forman en la capa 46 por técni
cas fotolitograficas convencionales adecuadas y corro-
sién diferencial. Como se muestra en la figura 5, se
deposita, expone y revela una capa de fotorreserva 52
para formar la gberbura 51. La parte delgada de la ca-
pa 44 en la abertura 50 puede retirarse, pudiendo reti
rarse también la capa de fobtorreserva 52. Una vez que
se ha quitado la capa de foborreserva 52, se expone el
dispositivo a wna fuente adecuada de iones de impureza,
lo que da como resultado una regidn de emisor difundi-.
da. 54. Preferiblemente, todas las aberturas de la capa
46 de SiglN, se forman con una sola miscara, 1o que eli
mina problemas de coincidencia como cuando se ubtiligan
miscaras separadas para grupos separados de aberturas.
La capa de fotorreserva 52 que tiene la abertura 51 si
tuada sobre la abertura 50 de la capa 46 se utiliza pa-

ra eliminar la capa delgada 44 de SiO2 en el fondo de
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la abertura 50 mediante una corrosidén por inmersidn.

Se deposita después una capa de manta de aluminio 10 so
bre la superficie de la capa 46 y se deposita encima
una delgada capa de silicio 20, como se muestra en la
figura 7. Se puede formar entonces la configuracidn de
metalurgia de interconexidn deseada utilizando téenicas
fotolitograficas convencionales, en las que una capa de
fotorreserva se deposita sobre la superficie de las ca-
pas de manta, se expone ¥ se revela para formar el mode
lo deseado. Las capas expuestas de silicio y de aluminio
pueden corroerse entonces de forma sustractiva. Si el
espesor de la capa de silicio 20 es inferior a 200
Angstroms, puede ubllizarse un agente corrosivo de alu-
minio convencional para quitar tanto el silicio como el
aluminio. Si la capa de silicio 20 es de mis de 200
Angstroms, se utiliza un agente corrosivo de silicio
para quitar el silicio seguido por.un ataque con un
agente corrosivo de aluminio. Un agente corrosivo de si
licio tipico puede ser un agente corrosivo de aluminio
que contenga acido fluorhidrico. Un agente corrosivo

de aluminio tipico consta de %2 mililitros de HBFO4’
200 mililitros de HNO5 al 69-70;5, 600 mililitros de
D.I.H20 y 1% mililitros de agente tensioactivo. Si se
desea, pueden constituirse niveles de metalurgia adicio

nales para formar el sistema de mebtalurgia deseado, co-~
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mo se muestra en la figura 3.

En la figura 7A se muestra un mébtodo al-
ternativo para formar el sistema de metalurgia de inter
conexidn deseado. BEn esta realizacién especifica prefe-
rida se deposita una capa de reserva 70 sobre la super-
ficie de la capa de nitruro de silicio 46. Utilizando
técnicas fobolitograficas normales se forma en la Treser
va un modelo inverso del sistema de metalurgia de inter
conexidn deseado. Se depositan después las capas de man
%o de aluminio 10 y silicio 20 por técnicas adecuadas,
como, por ejemplo, evaporacidn, sobre la superficie del
dispositivo, dando por resultado las partes 71 que des-
cansan sobre la superficie superior de la capa de fobo-
rreserva 70 y obtras partes que estin en contacto con la
capa 46 y el cuerpo monocristalino es puesto a través
de las aberturas 50 y 48. Lia puesta en contacto del dig
positivo resultante con un disolvente para la capa de
reserva elimina la capa de reserva y todas las parbes
superpuestas de las capas de aluminio y silieclo 10 ¥
20, respectivamente. Se pueden formar capas adicionales
de metalurgia separadas por capas dieléctricas utilizan
do la misma técnica.

El método y la estructura del invento son
aplicgbles también a las metalurgias formadas por téeni

cas de anodizacidn, como, por ejemplo, las técnicas des
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critas y reivindicadas en la DOS alemana 2.315.106. En
este procedimiento se deposita una capa de manta de alu
minio o aleacidén de aluminio sobre una capa de aislamiep
to dispuesta encima de un semiconductor de silicio. La
capa de aluminio establece contacto con el cuerpo semi-
conductor de silicio a través de aberturas practicadas
en la capa de aislamiento. Se deposita una delgada capa
de manta de silicio sobre la capa de aluminio y se deli
nea el modelo de metalurgia deseado mediante una mésca-
ra sdecuada. Se quita el silicio en las zonas descubier
tas con un agente corrosivo adecuado, y se anodiza el
aluminio expuesto resultante para convertirlo en 6xido
de aluminio. Lz estructura se cubre con una c¢apa de
alslamiento y/o capas adicionales de metalurgia. El re-
cubrimiento de silicio funciona de la misma manera gque
se ha descrito anteriormente con relacidn a las otras
realizaciones preferidas.

El método descrito tiene varias ventajas
no presentes en los métodos de la técnica anterior para
formar sistemas de metalurgia de interconexidn de alumi
nio. Una ventaja muy importante es que la capa de sili-
clo 20 dispuesta en la superficle superior de la btira
10 de metalurgia de aluminio sirve como barrera de de-
Tencidn del agente corrosivo para agujeros de paso du-

rante la corrosién de agujeros de paso en la capa de pg
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sivacidn superpuesta. Esto impide la degradacidén de la
tira subyacente por el agente corrosivo utilizadé para
formar los agujeros de paso. Otra ventaja importante es
que el aluminio de los agujeros de paso queda cubierto
con una delgada capa de silicio que impide la formacidn
de A1205 sobre la superficie de la tira, lo que ocurriria
en las técenicas convencionales. EL silicio sirve como
capa protectora que impide la oxidacidon. Otra ventaja
todavia es que la cgpa de silicio reduce la reflectivi-
dad del aluminio, lo que es importante para formar ca-
pas exactas de fotorreserva utilizadas para enmascarar
el modelo de interconexidn.
| Auvn cuando el invento se ha mostrado y deg

crito en partvicular con referencis a realizaciones pre-
feridas del mismo, los expertos en la téenica combren@g
réan que pueden hacerse en dichas realizaciones diversos
cambios de forma y de deftalle sin apartarse del espiri-
tu y alcance del invento.

La presente solicitud que corresponde a
la presentada en los Estados Unidos de América, el 29
de Noviembre de 1972, bajo el N2 310.318, se acoge a
los beneficiog del articulo 51 del vigente Estatuto so-

bre Propiedad Industrial.
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RETIVINDICACIONES

Tos puntos de invencidn propia y nueva
que se presentan para que sean objeto de esta solicitud
de Patente de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son
los que se recogen en las reivindicaciones siguientes:

12,- Un método de fabricar un sistema me-
jorado de tiras conductoras de metalurgia de aluminio
sobre un dispositivo semiconductor de silicio monocris-
talino que establece contacto dhmico con el cuerpo del
dispositivo a través de al menos una abertura practica-
da en una capa de aislamiento, que comprende: formar una
capa de manta de aluminio sobre dicha capa de aislamien
0 que establece contacto con el cuerpo monocristalino
de log dispositivos de silicio a través de al menos una
de dichas aberturas, depositar una delgada capa de man-
ta de silicio sobre dicha capa de aluminio, retirar par
tes selecclonadas de dichas capas de aluminlo y de sili
¢io para definir un sistema de metalurgia de intercone-
xibén, y formar una capa de pasivacién de material ais-
lante sobre dicho sistema de metalurgia, siendo dicho
dispositivo semiconductor capaz de aguantar calentamien

to durante perfodos prolongados a temperaturas de hasta
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5772C sin experimentar penetracidén importante del alumi
nio en el cuerpo de silicio.

22,- Un método segin la reivindicacidn 12,
en el que la relacidén del espesor de la capa de aluminio
a la capa de siliclo estd en el margen de 50 a 120,

32,- Un método segin la reivindicacidn
12, en el que el aluminio de dicha capa de manta es una
aleacidn de aluminio que incluye cobre en una canbidad
comprendida en el margen de 2 a 20% en peso.

4a ,- Un método segin la reivindicacidn
12, que incluye ademids formar aberturas en dicha capa
de pasivacidn de material aislante que recubre a dicho
sistema de metalurgia, depositar una segunda capa de man
ta de aluminio, depositar una segunda capa delgada de
silicio ¥y retirar partes seleccionadas de dichas segun-
das capas de silicio y de aluminio para definir un se-
gundo nivel de metalurgia de interconexién.

52,- Un método seglin la reivindicacién
12, en el que dicha capa de silicio tiene un espesor in
ferior a 200 Angstroms, siendo rebtiradas las partes se-
leccionadas de dichas capas de aluminio y de silicio
por corrosidn selectiva con un agenbte corrosivo para el
aluminio. ‘

62 .~ Un método segln la reivindicaciodn

12, en el que se forma una capa de fotorreserva sobre
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dicha capa de silicio que tiene un espesor superior a
200 Angstroms, exponiéndose y revelandose la capa de
fotorreserva hasta la configuracién del modelo de inter
conexibén deseado, retirdndose las partes expuestas del
silicio con un agente corrosivo para el silicio, y reti
réndose las partes expuestas resultantes de la capa de
aluminio con un agente corrosivo para el aluminio.

72,.~ Un método segin la reivindicacibn
12, en el que dichas partes seleccionadas de dichas ca-
pas de silicio y de aluminio se rebtiran por técnicas de
despegue.

82,- Un método seglin la reivindicacién
2, que incluye ademids formar una capa de reserva sobre
dicha capa superficial de aislamiento dispuesta encima
del cuerpo semiconductor monocristalino, exponer y reve
lar la capa de reserva para formar el modelo inverso del
sigtema de metalurgia de interconexidn deseado, y rebi-
rar partes seleccionadas de dichas capas de silicio ¥
de aluminio por contacto del cuerpo con un disolvente
para dicha capa de reserva, retirando asi las partes reg
tantes de dicha reserva y las partes superpuestvas de dl
chas capas de silicio y de aluminio.

a.- Un mébodo segin la reivindicacidn 12,
en el que el modelo de metalurgia de aluminio se forma

anodizando dicha capa de aluminio de manta enmascarada.
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102 .~ Un método de fabricar un sistema me
jorado de tiras conductoras de mebtalurgia de aluminio
sobre wa dispositivo semiconductor de silicio monocris
talino.

5 Tal y como se hg descrito en la Memoria
que anbecede, representado en los dibujos que se acompg
fian v para los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de veintidds hojas es

critas & maquina por una sola cara.

Madrid, &7 010, 574

G.D.S.

48012073-
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